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【緒言】これまでに 4H-SiC トレンチ埋込成長における Gibbs−Thomson (GT) 効果 (成長表面の平

衡蒸気圧が曲率に依存する効果)を取り込んだ定常解析を報告した[1]。今回，市販シミュレー

タ[2, 3]に GT 効果を取り入れ，トレンチ埋込成長形態の時間依存解析を行ったので報告する。 

【実験】ライン/スペース ≈ 1.5/1.5 μm，深さ ≈ 5 μmのトレンチを形成した試料を横型 hot wall炉

に導入し，0.38気圧，1873 K，SiH4流量 7.5 sccm，C3H8流量 2.5 sccm，HCl流量 300 sccm，

H2流量 80 slm，トリメチルアルミニウム流量 1.28 μmol/minの条件で 3 h成長を行った(図１左)。 

【検討】成長表面で C/Si 比 > 1 であり，Si 含有成長種の中で支配的な SiCl のフラックスが一定

となる境界層の厚さは 1.5 mm と見積もられた[4]。SiH4+C3H8系 CVD の表面反応は十分速い

ことから[5]，境界層＋トレンチ構造における SiCl気相拡散が成長を律速すると仮定し[6]，同

時成長した単膜試料から求めた実効拡散係数を，成長表面近傍濃度と平衡濃度の差に乗じて

成長速度を求めた。実験結果を再現する 4H-SiC 表面自由エネルギー0.1 J/m2(図１右)は理論値

[7]の 1/10以下であった。Si表面の未結合手を水素原子が終端すると表面自由エネルギーは低

くなることから[8]，4H-SiC 成長表面の一部は水素原子で終端されている可能性が示唆された。 
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